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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　前記基板上に形成され、それぞれ、長軸方向と短軸方向とを有する所定パターンの膜を
含み、前記基板の面内方向の同一層に分散配置された複数の分割素子と、
を含み、
　各前記分割素子は、前記基板上に形成された抵抗膜を含む分割抵抗端子であって、
　前記所定パターンの膜は、前記抵抗膜であって、
　複数の前記分割抵抗端子は、第１の方向において隣接する前記分割抵抗端子に含まれる
前記抵抗膜の長軸方向が異なるか、または、前記第１の方向において隣接する前記分割抵
抗端子が、前記第１の方向と直交する第２の方向に、当該第２の方向における前記分割抵
抗端子の長さよりも小さい量だけずらして配置され、
　前記抵抗膜の短軸方向に配列された前記分割抵抗端子の少なくとも２つが電気的に並列
に接続されている半導体装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　近年、キャパシタ素子においては、従来のＭＯＳ型キャパシタに比し、寄生抵抗、寄生
容量が著しく小さいＭＩＭ（Metal-Insulator-Metal）キャパシタが利用されるようにな
っている。特許文献１（特開２００４－２４１７６２号公報）には、このようなＭＩＭキ
ャパシタとして、半導体装置において、相互に同一の設計ルールで設けられている配線層
に、長手方向が同一である複数の短冊状の電極を、通常の配線と同時に形成した構成が記
載されている。このような構成において、隣接する電極間に接地電位ＧＮＤと電源電位Ｖ
ＤＤとをそれぞれ供給することにより、絶縁膜を容量膜としたキャパシタが形成される。
【０００３】
　特許文献２（特開２０００－２５２４２８号公報）には、第１の電極と、第２の電極と
、該第１および第２の電極間の誘電体により構成される容量回路であって、第１の電極と
して機能する第１の配線と、第２の電極として機能する第２の配線とを、同一の配線層で
隣接させて交互に複数設けた構成が記載されている。ここで、上下の層で配線の方向が直
交して設けられた構成が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－２４１７６２号公報
【特許文献２】特開２０００－２５２４２８号公報
【特許文献３】特開２００７－４９３０９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１や特許文献２に記載されたＭＩＭキャパシタは、配線が電極として機能し、
層間絶縁膜が容量膜として機能する。このような構成において、ＭＩＭキャパシタの容量
値は、配線や容量膜の膜厚に依存する。また、ＭＩＭキャパシタの容量値は、電極間の距
離等、パターン形状にも依存する。しかし、層間絶縁膜や配線の膜厚は、成膜工程や化学
機械研磨法（ＣＭＰ：Chemical Mechanical Polishing）等の研磨工程の製造ばらつきに
より、基板の面内方向においてばらつきが生じることがある。また、たとえば基板の面内
方向におけるパターニングのばらつきにより、パターン形状にばらつきが生じることもあ
る。そのため、形成される箇所によって、ＭＩＭキャパシタの容量値等、素子の特性値が
設計値からずれてしまうという問題があった。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明によれば、
　基板と、
　前記基板上に形成され、それぞれ、長軸方向と短軸方向とを有する所定パターンの膜を
含み、前記基板の面内方向の同一層に分散配置された複数の分割素子と、
を含み、
　複数の前記分割素子は、第１の方向において隣接する前記分割素子の前記膜の長軸方向
が異なるか、または、前記第１の方向において隣接する前記分割素子が、前記第２の方向
に、当該第２の方向における前記分割素子の長さよりも小さい量だけずらして配置された
半導体装置が提供される。
【０００７】
　これにより、基板の面内方向において、膜の膜厚やパターン形状にばらつきがある場合
でも、膜厚やパターン形状のばらつきを相殺することができ、ＭＩＭキャパシタの容量値
等の素子の特性値の設計値からのずれを低減することができる。ここで、基板の面内方向
とは、基板の積層方向に対して直角な方向のことである。
【０００８】
　なお、以上の構成要素の任意の組合せ、本発明の表現を方法、装置などの間で変換した
ものもまた、本発明の態様として有効である。
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【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、基板の面内方向のばらつきに関わらず、素子の特性値の設計値からの
ずれを低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施の形態における半導体装置の特徴を模式的に説明する平面図である
。
【図２】ＭＩＭキャパシタの構成を示す図である。
【図３】ＭＩＭキャパシタの構成を示す平面図である。
【図４】複数の分割キャパシタが分散配置された構成の一例を示す平面図である。
【図５】本発明の実施の形態における第１の分割キャパシタと第２の分割キャパシタの構
成を示す回路図である。
【図６】図４に示した複数の分割キャパシタが分散配置された構成の他の例を示す平面図
である。
【図７】図４に示した複数の分割キャパシタが分散配置された構成のまた他の例を示す平
面図である。
【図８】図４に示した複数の分割キャパシタが分散配置された構成のまた他の例を示す平
面図である。
【図９】図１に示した第１の分割素子および第２の分割素子が、抵抗である場合の構成の
一例を示す図である。
【図１０】図１に示した第１の分割素子および第２の分割素子が、抵抗である場合の構成
の他の例を示す図である。
【図１１】図１に示した第１の分割素子および第２の分割素子が、ゲートである場合の構
成の一例を示す図である。
【図１２】図１に示した第１の分割素子および第２の分割素子が、ゲートである場合の構
成の他の例を示す図である。
【図１３】従来の半導体装置の構成を説明するための平面図である。
【図１４】第１の素子や第２の素子が、ＭＩＭキャパシタである場合の構成を示す平面図
である。
【図１５】第１の素子や第２の素子が、ＭＩＭキャパシタである場合の構成を示す断面図
である。
【図１６】第１の素子や第２の素子を含む回路の例を示す図である。
【図１７】ＭＩＭキャパシタの構成の他の例を示す平面図である。
【図１８】図３に示した構成のＭＩＭキャパシタを図４に示したレイアウトと同様に配置
した構成を部分的に示す平面図である。
【図１９】図１７に示した構成のＭＩＭキャパシタを図４に示したレイアウトと同様に配
置した構成を部分的に示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。尚、すべての図面におい
て、同様な構成要素には同様の符号を付し、適宜説明を省略する。
【００１２】
　本発明の実施の形態における半導体装置の構成を説明するために、従来の半導体装置の
構成を説明する。図１３は、従来の一般的な半導体装置１０の構成を説明するための平面
模式図である。
【００１３】
　半導体装置１０は、基板（不図示）と、基板上に形成された第１の素子１２および第２
の素子１４とを含む。ここで、第１の素子１２には、第１の入力線３１０と第１の出力線
３１２とが接続されている。また、第２の素子１４には、第２の入力線３２０と第２の出
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力線３２２とが出力されている。
【００１４】
　第１の素子１２および第２の素子１４は、それぞれ、基板上に形成された膜（不図示）
を含み、特性値が当該膜の膜厚やパターン形状に依存する素子である。第１の素子１２（
Ａ）および第２の素子１４（Ｂ）は、それぞれ、たとえば、ＭＩＭキャパシタ等の容量、
抵抗、トランジスタ等、絶縁膜や配線等を含み、特性値が絶縁膜や配線等の導電膜の膜厚
やパターン形状に依存する素子とすることができる。たとえば、素子が基板上に形成され
た絶縁膜と、絶縁膜中の同層に形成され、間に絶縁膜を挟んで対向して形成された第１の
電極および第２の電極とから構成されるＭＩＭキャパシタである場合、このＭＩＭキャパ
シタの特性値である容量値は、第１の電極および第２の電極の膜厚、絶縁膜の膜厚、第１
の電極および第２の電極間の距離（パターン形状）等に依存する。また、素子が基板上に
形成された高抵抗膜により構成される抵抗である場合、この抵抗の特性値である抵抗値は
、高抵抗膜の膜厚やパターン形状に依存する。このような場合、第１の素子１２や第２の
素子１４が形成される箇所における絶縁膜や配線等の導電膜の膜厚やパターン形状によっ
て、素子の特性値が変化してしまう。
【００１５】
　図１４は、第１の素子１２や第２の素子１４が、ＭＩＭキャパシタである場合の構成を
示す平面図である。図１５は、第１の素子１２や第２の素子１４が、ＭＩＭキャパシタで
ある場合の構成を示す断面図である。図１５は図１４のＢ－Ｂ’断面図に該当する。
　ＭＩＭキャパシタは、層間絶縁膜４０と、層間絶縁膜４０中の同層に形成された第１の
電極４２および第２の電極４４とにより構成される。第１の電極４２および第２の電極４
４は、配線とすることができる。ここで層間絶縁膜４０、第１の電極４２、および第２の
電極４４には、基板の面内方向における膜厚差があるものとする。図では、図中右に行く
ほど各膜の膜厚が薄くなっている。層間絶縁膜４０は、図中、左端では膜厚がｄ１である
のに対し、右端では膜厚がｄ２（ｄ１＞ｄ２）となっている。このような構成において、
第１の素子１２および第２の素子１４が膜厚が厚い領域Ｃに形成された場合と、膜厚が薄
い領域Ｄに形成された場合とでは、容量値が大きく異なってくる。
【００１６】
　また、第１の素子１２と第２の素子１４とは、たとえば差動回路等の相補的な関係にあ
る回路中に組み込まれることがある。このような回路の例を図１６に示す。図１６は、特
許文献３（特開２００７－４９３０９号公報）に記載されたスイッチ回路である。
　ここで、第１の素子１２と第２の素子１４とは、それぞれ、図１６に示した回路の容量
、抵抗、トランジスタ（図中Ａ、Ｂと記載）とすることができる。このような構成におい
て、容量ＡとＢ、抵抗ＡとＢ、またはトランジスタＡとＢとは、回路中で相補的な関係に
あり、同じ特性値を示すことが必要である。このような素子を構成する膜の面内方向の膜
厚のばらつきにより、各素子における膜の膜厚が異なると、それぞれの素子の特性値が異
なり、正しい回路出力が得られなくなってしまう。
【００１７】
　次に、本実施の形態における半導体装置１００の構成を説明する。図１は、本実施の形
態における半導体装置１００の特徴を模式的に説明する平面図である。
　本実施の形態において、図１６に示した素子（容量、抵抗、トランジスタ）Ａ、Ｂを、
それぞれ、基板の面内方向に分散配置された複数の分割素子により構成する。ここで、基
板は、たとえばシリコン基板等の半導体基板とすることができる。
【００１８】
　半導体装置１００は、複数の第１の分割素子３０２（Ａ１～Ａ４）と、複数の第２の分
割素子３０４（Ｂ１～Ｂ４）とを含む。複数の第１の分割素子３０２は、基板の面内方向
に分散配置される。また、複数の第２の分割素子３０４も、基板の面内方向に分散配置さ
れる。また、本実施の形態において、複数の第１の分割素子３０２と複数の第２の分割素
子３０４とは、互いに混在して配置され、第１の方向（ここでは図中横方向）において交
互に配置することができる。さらに、複数の第１の分割素子３０２および複数の第２の分
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割素子３０４は、平面視において、マトリクス状に配置することができる。ここで、マト
リクス状とは、複数の分割素子がそれぞれ縦方向と横方向とに配列された構成とすること
ができる。また、複数の分割素子は、縦方向と横方向とに格子状に配列されたものでもよ
く、また千鳥格子状に配列されたものでもよい。本実施の形態において、複数の第１の分
割素子３０２および複数の第２の分割素子３０４は、平面視において、同じ大きさかつ同
形状に形成することができる。
【００１９】
　複数の第１の分割素子３０２は、一の第１の入力線３１０と一の第１の出力線３１２と
に接続される。第１の入力線３１０から入力された信号は、各第１の分割素子３０２を介
して第１の出力線３１２に出力される。このような構成において、第１の出力線３１２か
ら、複数の第１の分割素子３０２の特性値の合計値が出力される。また、複数の第２の分
割素子３０４は、一の第２の入力線３２０と一の第２の出力線３２２とに接続される。第
２の入力線３２０から入力された信号は、各第２の分割素子３０４を介して第２の出力線
３２２に出力される。第２の出力線３２２から、複数の第２の分割素子３０４の特性値の
合計値が出力される。
【００２０】
　第１の分割素子３０２および第２の分割素子３０４は、第１の素子１２や第２の素子１
４と同様、それぞれ、たとえば、ＭＩＭキャパシタ等の容量、抵抗、トランジスタ等、絶
縁膜や配線等を含み、特性値が絶縁膜や配線等の膜厚やパターン形状に依存する素子とす
ることができる。
【００２１】
　すなわち、図１３で示した第１の素子１２「Ａ」は、第１の分割素子３０２「Ａ１」～
「Ａ４」に分割される。また、図１３で示した第２の素子１４「Ｂ」は、第２の分割素子
３０４「Ｂ１」～「Ｂ４」に分割される。第１の分割素子３０２や第２の分割素子３０４
は、それぞれ、第１の素子１２や第２の素子１４の約１／４程度の大きさに形成される。
そして、このように分割された各第１の分割素子３０２および第２の分割素子３０４を、
各膜の基板の面内方向における膜厚やパターン形状ばらつきの影響が相殺されるように、
分散配置する。
【００２２】
　また、第１の分割素子３０２および第２の分割素子３０４が、図１６に示した回路の容
量Ａ、Ｂ、抵抗Ａ、Ｂ、トランジスタＡ、Ｂのように、回路中で相補的な関係にあり、同
じ特性値を示すことが必要な場合、第１の分割素子３０２および第２の分割素子３０４を
互いに混在して配置し、たとえば交互に配置することにより、素子を構成する各種膜の基
板の面内方向の膜厚やパターン形状のばらつきに関わらず、第１の出力線３１２および第
２の出力線３２２から得られる特性値を等しくすることができる。
【００２３】
　さらに、ここでは図示していないが、複数の第１の分割素子３０２と、複数の第２の分
割素子３０４とは、互いに混在して配置され、第１の方向と、当該第１の方向と直交する
第２の方向（ここでは図中縦方向）の双方それぞれにおいても交互に配置された構成とす
ることもできる。これにより、さらに分散度を高めることができる。
【００２４】
　ここで、第１の分割素子３０２および第２の分割素子３０４は、それぞれ、長軸方向と
短軸方向とを有する所定パターンの膜を含む構成とすることができる。また、第１の分割
素子３０２および第２の分割素子３０４を含む複数の分割素子は、第１の方向において隣
接する分割素子の膜の長軸方向が異なるか、または、第１の方向において隣接する分割素
子が、第１の方向と直交する第２の方向に、当該第２の方向における分割素子の長さより
も小さい量だけずらして配置された構成とすることができる。
【００２５】
（第１の実施の形態）
　本実施の形態において、図１に示した第１の分割素子３０２および第２の分割素子３０
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４が、ＭＩＭキャパシタ２００である場合を例として説明する。
　ＭＩＭキャパシタ２００は、以下の構成を有する。
　基板と、
　それぞれ、前記基板上に形成された絶縁膜と、前記絶縁膜中の同層に形成され、間に前
記絶縁膜を挟んで形成された第１の電極および第２の電極と、から構成され、基板の面内
方向の同一層に分散配置された複数の分割ＭＩＭキャパシタと、
を含み、
　各前記分割ＭＩＭキャパシタは、それぞれ、複数の前記第１の電極と複数の前記第２の
電極とが交互に配置された構成を有し、
　各前記分割ＭＩＭキャパシタにおいて、前記第１の電極および前記第２の電極は、同一
方向に延在して形成され、
　複数の前記分割ＭＩＭキャパシタは、第１の方向において隣接する前記分割ＭＩＭキャ
パシタの前記第１の電極および前記第２の電極の延在方向（長軸方向）が異なるか、また
は、前記第１の方向において隣接する前記分割ＭＩＭキャパシタが、前記第１の方向と直
交する第２の方向に、当該第２の方向における前記分割ＭＩＭキャパシタの長さよりも小
さい量だけずらして配置されている。
【００２６】
　図２および図３は、ＭＩＭキャパシタ２００の構成を示す図である。
　図２（ａ）に示すように、ＭＩＭキャパシタ２００は、基板上に形成された絶縁膜（不
図示）と、絶縁膜中の同層に形成され、間に絶縁膜を挟んで形成された第１の電極１０２
および第２の電極１０４とから構成される。ここで、省略しているが、第１の電極１０２
と第２の電極１０４とは、絶縁膜中に形成されている。第１の電極１０２および第２の電
極１０４は、たとえば、配線とすることができる。
【００２７】
　ＭＩＭキャパシタ２００は、一の層において、複数の第１の電極１０２と、複数の第２
の電極１０４とを含む構成とすることができる。複数の第１の電極１０２と第２の電極１
０４とは、それぞれ交互に配置される。また、第１の電極１０２および第２の電極１０４
は、複数層にわたって形成することができ、上下の配線は、ビア１０５を介して接続され
ている。ここでは、４層にわたって形成されている。各ＭＩＭキャパシタ２００において
、第１の電極１０２および第２の電極１０４は、同一方向に延在して形成される。
【００２８】
　このような構成において、第１の電極１０２は、一端の第１の接続点１０２ａで第１の
電位を供給する第１の電位供給配線２１０に接続される。また、第２の電極１０４は、一
端の第２の接続点１０４ａで第２の電位を与える第２の電位供給配線２２０に接続される
。第１の電位および第２の電位の一方は高電位で、他方は一方よりも低電位である。これ
により、隣接する第１の電極１０２および第２の電極１０４と、それらの間の絶縁膜とに
よりキャパシタが形成される。
【００２９】
　図３は、ＭＩＭキャパシタ２００の構成を示す平面図である。平面視において、第１の
電位供給配線２１０は、第１の電極１０２の長軸方向と直交する方向に延在して設けられ
、電位供給配線２１０と複数の第１の電極１０２とは、複数の第１の電極１０２をそれぞ
れ櫛歯とする櫛形形状を有する。平面視において、第２の電位供給配線２２０は、第２の
電極１０４の長軸方向と直交する方向に延在して設けられ、第２の電位供給配線２２０と
複数の第２の電極１０４とは、複数の第２の電極１０４をそれぞれ櫛歯とする櫛形形状を
有する。ここで、たとえば、第１の電極１０２および第２の電極１０４は、それぞれ、１
～４メタル層に形成することができる。また、各層の第１の電極１０２および第２の電極
１０４は、それぞれ、第１の接続点１０２ａまたは第２の接続点１０４ａにおいて、１～
３ビア層に形成されたビアで接続された構成とすることができる。第１の電位供給配線２
１０と第２の電位供給配線２２０とは、それぞれ５メタル層に形成することができる。第
１の電位供給配線２１０および第２の電位供給配線２２０は、それぞれ、第１の接続点１
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０２ａまたは第２の接続点１０４ａにおいて、第１の電極１０２および第２の電極１０４
と４ビア層に形成されたビアで接続された構成とすることができる。また、他の例におい
て、第１の電位供給配線２１０と第２の電位供給配線２２０とは、異なる層に設けること
もできる。また、たとえば、第１の電位供給配線２１０または第２の電位供給配線２２０
のいずれか一方を、第１の電極１０２および第２の電極１０４が形成された層と同じ層に
形成することもできる。
【００３０】
　図２（ｂ）は、図２（ａ）および図３に示したＭＩＭキャパシタ２００を模式的に示す
図である。ここで、図中線で示しているのが第１の電極１０２および第２の電極１０４に
対応し、線の延在方向が第１の電極１０２と第２の電極１０４との長軸方向に対応する。
また、第１の接続点１０２ａと第２の接続点１０４ａとが設けられている側が、第１の電
位供給配線２１０と第２の電位供給配線２２０とが形成された箇所に対応する。以下で説
明する図面において、図２（ｂ）に示したＭＩＭキャパシタ２００と同様の構成単位は、
図２（ａ）および図３に示したＭＩＭキャパシタ２００に対応する。
【００３１】
　図４は、複数のＭＩＭキャパシタ２００が分散配置された構成の一例を示す平面図であ
る。ここで、半導体装置１００は、複数の第１の分割キャパシタ２００ａ（Ａ１～Ａ８）
および複数の第２の分割キャパシタ２００ｂ（Ｂ１～Ｂ８）を含む。第１の分割キャパシ
タ２００ａは、図１に示した第１の分割素子３０２に対応し、第２の分割キャパシタ２０
０ｂは、図１に示した第２の分割素子３０４に対応する。
【００３２】
　第１の分割キャパシタ２００ａと第２の分割キャパシタ２００ｂとは、同じ構成である
が、それぞれ異なる素子を構成する。ここでは、わかりやすくするために、第１の分割キ
ャパシタ２００ａを実線で、第２の分割キャパシタ２００ｂを一点破線で示す。図示して
いないが、第１の分割キャパシタ２００ａには、図１に示した第１の入力線３１０と第１
の出力線３１２が接続される。第２の分割キャパシタ２００ｂには、図１に示した第２の
入力線３２０と第２の出力線３２２が接続される。
【００３３】
　図１８は、図３に示した構成のＭＩＭキャパシタ２００を図４に示したレイアウトと同
様に配置した構成を部分的に示す平面図である。
　たとえば、図１に示した第１の入力線３１０および第１の出力線３１２の一方を高電位
、他方を低電位として、それぞれ、各第１の分割キャパシタ２００ａの第１の電位供給配
線２１０および第２の電位供給配線２２０に接続することができる。ここで、第１の入力
線３１０および第１の出力線３１２は、それぞれ、第１の分割キャパシタ２００ａ（Ａ１

）の第１の電位供給配線２１０および第２の電位供給配線２２０に接続される。さらに、
第１の分割キャパシタ２００ａ（Ａ１）の第１の電位供給配線２１０および第２の電位供
給配線２２０が、それぞれ、近傍の第１の分割キャパシタ２００ａの第１の電位供給配線
２１０および第２の電位供給配線２２０に接続され、さらに同様の接続が行われる。これ
により、分散配置された複数の第１の分割キャパシタ２００ａにより、一つのＭＩＭキャ
パシタが形成される。
【００３４】
　同様に、図１に示した第１の入力線３１０および第１の出力線３１２の一方を高電位、
他方を低電位として、それぞれ、各第２の分割キャパシタ２００ｂの第１の電位供給配線
２１０および第２の電位供給配線２２０に接続することができる。ここで、第２の入力線
３２０および第２の出力線３２２は、それぞれ、第２の分割キャパシタ２００ｂ（Ｂ１）
の第１の電位供給配線２１０および第２の電位供給配線２２０に接続される。さらに、第
２の分割キャパシタ２００ｂ（Ｂ１）の第１の電位供給配線２１０および第２の電位供給
配線２２０が、それぞれ、近傍の第２の分割キャパシタ２００ｂの第１の電位供給配線２
１０および第２の電位供給配線２２０に接続され、さらに同様の接続が行われる。これに
より、分散配置された複数の第１の分割キャパシタ２００ａにより、一つのＭＩＭキャパ
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シタが形成される。
【００３５】
　本実施の形態において、複数の第１の分割キャパシタ２００ａと複数の第２の分割キャ
パシタ２００ｂとは、互いに混在して配置され、第１の方向（ここでは図中横方向）にお
いて交互に配置されている。また、各第１の分割キャパシタ２００ａおよび第２の分割キ
ャパシタ２００ｂは、他の分割素子が特性値に影響を与えないようにある程度離隔して配
置することができる。
【００３６】
　また、本実施の形態において、第３の方向（ここでは図中縦方向）において、第１の電
極１０２および第２の電極１０４の長軸方向が当該第３の方向である分割キャパシタ（２
００ａまたは２００ｂ）と、第１の電極および第２の電極の長軸方向が当該第３の方向と
直交する第４の方向（ここでは図中横方向）である分割キャパシタ（２００ａまたは２０
０ｂ）とが交互に配置されている。たとえば、図中縦方向に隣接する分割キャパシタ（た
とえば第１の分割キャパシタ２００ａであるＡ１とＡ３）の櫛歯の方向は互いに同一では
ない。
【００３７】
　さらに、複数の分割キャパシタ（２００ａまたは２００ｂ）は、第１の接続点１０２ａ
および第２の接続点１０４ａが形成される箇所も適宜異なるようにすることができる。
【００３８】
　たとえば、図４に示した例では、縦方向において、上から１行目と３行目には、第１の
電極１０２および第２の電極１０４が縦方向に延在する分割キャパシタが配置され、上か
ら２行目と４行目には、第１の電極１０２および第２の電極１０４が横方向に延在する分
割キャパシタが配置されている。また、上から１行目には、第１の接続点１０２ａと第２
の接続点１０４ａとが図中下側になるように分割キャパシタが配置され、上から３行目に
は、第１の接続点１０２ａと第２の接続点１０４ａとが図中上側になるように分割キャパ
シタが配置されている。また、上から２行目には、第１の接続点１０２ａと第２の接続点
１０４ａとが図中右側になるように分割キャパシタが配置され、上から４行目には、第１
の接続点１０２ａと第２の接続点１０４ａとが図中左側になるように分割キャパシタが配
置されている。さらに、横方向において、１列目と３列目には、第１の分割キャパシタ２
００ａが配置され、２列目と４列目には、第２の分割キャパシタ２００ｂが配置されてい
る。
【００３９】
　図５は、本実施の形態における第１の分割キャパシタ２００ａと第２の分割キャパシタ
２００ｂの構成を示す回路図である。第１の入力線３１０が各第１の分割キャパシタ２０
０ａの一方の電極に接続され、第１の出力線３１２が各第１の分割キャパシタ２００ａの
他方の電極に接続されている（図５（ａ））。同様に、第２の入力線３２０が各第２の分
割キャパシタ２００ｂの一方の電極に接続され、第２の出力線３２２が各第２の分割キャ
パシタ２００ｂの他方の電極に接続されている（図５（ｂ））。
【００４０】
　図６は、図４に示した構成の他の例を示す平面図である。
　ここでは、複数の第１の分割キャパシタ２００ａと複数の第２の分割キャパシタ２００
ｂとは、互いに混在して配置され、第１の方向（ここでは図中横方向）だけでなく、第１
の方向と直交する第２の方向（ここでは図中縦方向）においても交互に配置されている。
【００４１】
　図７および図８は、図４に示した構成のさらに他の例を示す平面図である。
　ここで、第５の方向（ここでは図中縦方向）において隣接する分割キャパシタ（２００
ａまたは２００ｂ）は、第５の方向と直交する第６の方向（ここでは図中横方向）に、当
該第６の方向における分割キャパシタ（２００ａまたは２００ｂ）の長さよりも小さい量
だけずらして配置される。つまり、複数の分割キャパシタが千鳥格子状に配置される。図
７は図４に示した配置を千鳥格子状に配置にしたものであり、図８は図６に示した配置を
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千鳥配置にしたものである。これにより、さらに分散度を高めることができる。
【００４２】
　次に、本実施の形態における半導体装置１００の効果を説明する。
　本実施の形態における半導体装置１００によれば、基板上に形成された絶縁膜中の同層
に形成され、間に絶縁膜を挟んで形成された第１の電極および第２の電極とから構成され
るＭＩＭキャパシタを複数の分割キャパシタに分割して、基板の面内方向に分散配置させ
る。そして、これらの分割キャパシタから得られる特性値をまとめて、一の素子の特性値
であるとして取り扱う。基板の面内方向において、電極や絶縁膜の膜厚やパターン形状に
ばらつきがあった場合、各分割キャパシタにおける容量値にはばらつきが生じるが、これ
らが分散配置されているので、基板の面内方向における膜厚やパターン形状のばらつきの
影響を相殺することができる。これにより、たとえば、特性値の設計値からのずれを小さ
くすることができる。
【００４３】
　また、回路中で相補的な関係にあり、同じ特性値を示すことが必要な２つのＭＩＭキャ
パシタを、複数の第１の分割キャパシタ２００ａ、および複数の第２の分割キャパシタ２
００ｂにより構成し、これらを互いに混在して配置させることにより、２つのＭＩＭキャ
パシタから出力される特性値のばらつきを防ぐこともできる。これにより、キャパシタの
相対精度が向上する。
【００４４】
（第２の実施の形態）
　本実施の形態において、図１に示した第１の分割素子３０２および第２の分割素子３０
４が、抵抗である場合を例として説明する。
　図９（ａ）は、本実施の形態における半導体装置１００の平面図、図９（ｂ）は、図９
（ａ）のＡ－Ａ’断面図である。
　抵抗４００は、基板（不図示）上の絶縁膜（たとえばＳＴＩ（シャロー・トレンチ・ア
イソレーション））上に形成された、ポリシリコン膜等の抵抗膜により構成された複数の
第１の分割抵抗端子４０２と、複数の第２の分割抵抗端子４０４とを含む。各抵抗端子は
、たとえばシリサイド化しないポリシリコン膜等の抵抗成分を有する抵抗膜を形成し、当
該抵抗膜をパターニングすることにより形成することができる。抵抗素子となる材料は、
シリサイド化しないポリシリコン（シリサイドブロックポリシリコン）膜の他、シリサイ
ド化したポリシリコンとすることもでき、またメタルとすることもできる。
【００４５】
　本実施の形態において、複数の第１の分割抵抗端子４０２は、基板の面内方向に分散配
置される。また、複数の第２の分割抵抗端子４０４も、基板の面内方向に分散配置される
。また、本実施の形態において、複数の第１の分割抵抗端子４０２と複数の第２の分割抵
抗端子４０４とは、互いに混在して配置され、第１の方向（ここでは図中横方向）におい
て交互に配置することができる。複数の第１の分割抵抗端子４０２および複数の第２の分
割抵抗端子４０４は、平面視において、同じ大きさかつ同形状に形成することができる。
【００４６】
　複数の第１の分割抵抗端子４０２は、一の第１の入力線３１０と一の第１の出力線３１
２第１の出力線とに接続される。第１の入力線３１０から入力された信号は、各第１の分
割抵抗端子４０２を介して第１の出力線３１２に出力される。第１の出力線３１２から、
複数の第１の分割抵抗端子４０２の特性値の合計値が出力される。また、複数の第２の分
割抵抗端子４０４は、一の第２の入力線３２０と一の第２の出力線３２２とに接続される
。第２の入力線３２０から入力された信号は、各第２の分割抵抗端子４０４を介して第２
の出力線３２２に出力される。第２の出力線３２２から、複数の第２の分割抵抗端子４０
４の特性値の合計値が出力される。
【００４７】
　本実施の形態において、基板の面内方向における高抵抗膜の膜厚やパターン形状のばら
つきにより、各第１の分割抵抗端子４０２と第２の分割抵抗端子４０４の抵抗値にはばら
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つきが生じるが、第１の分割抵抗端子４０２と第２の分割抵抗端子４０４とが分散配置さ
れているので、膜厚やパターン形状のばらつきの影響を相殺することができる。
【００４８】
　また、ここでは各第１の分割抵抗端子４０２および各第２の分割抵抗端子４０４がそれ
ぞれ一つの抵抗膜を含む構成となっているが、各第１の分割抵抗端子４０２および各第２
の分割抵抗端子４０４は、それぞれ、複数の抵抗膜を含む構成とすることもできる。この
場合、複数の第１の分割抵抗端子４０２および複数の第２の分割抵抗端子４０４をマトリ
クス状に配置することもできる。
【００４９】
　たとえば、第１の分割抵抗端子４０２および第２の分割抵抗端子４０４は、図１０に示
したような配置とすることもできる。ここでは、各第１の分割抵抗端子４０２および各第
２の分割抵抗端子４０４は、それぞれ、複数の抵抗膜により構成されている。各第１の分
割抵抗端子４０２および各第２の分割抵抗端子４０４において、抵抗膜は長軸方向が同じ
となるように配置されている。一方、第１の分割抵抗端子４０２および第２の分割抵抗端
子４０４を含む複数の分割抵抗端子は、第１の方向において隣接する分割抵抗端子に含ま
れる抵抗膜の長軸方向が異なる構成となっている。
　また、ここでは図示していないが、複数の分割抵抗端子は、第１の実施の形態のＭＩＭ
キャパシタ２００について図７および図８を参照して説明したのと同様、第１の方向にお
いて隣接する分割抵抗端子が、第１の方向と直交する第２の方向に、当該第２の方向にお
ける分割抵抗端子の長さよりも小さい量だけずらして配置された構成とすることもできる
。
【００５０】
（第３の実施の形態）
　本実施の形態において、図１に示した第１の分割素子３０２および第２の分割素子３０
４が、基板上に形成され、素子分離絶縁膜で分離された拡散層と、拡散層上に形成された
ゲート絶縁膜およびゲート電極と、から構成された分割トランジスタである場合を例とし
て説明する。
　トランジスタにおいても、ゲートのゲート電極やゲート絶縁膜の膜厚やパターン形状の
ばらつきによって、トランジスタの閾値が変動する。
【００５１】
　図１１および図１２は、本実施の形態における半導体装置１００の平面図である。
　本実施の形態において、基板（不図示）上には、素子分離絶縁膜（不図示）で分離され
た複数の拡散層５０６がマトリクス状に配置されている。各拡散層５０６上には、それぞ
れゲート絶縁膜（不図示）とゲート電極５０４が形成されておりトランジスタが構成され
ている。各拡散層５０６は、各トランジスタのソース（Ｓ）またはドレイン（Ｄ）となる
。
【００５２】
　図１１に示した例では、図中横方向において、複数の第１の分割素子３０２（分割トラ
ンジスタ）が形成された列および複数の第２の分割素子３０４（分割トランジスタ）が形
成された列が交互に配置されている。また、図中縦方向において、隣接する第１の分割素
子３０２は、ゲート（ゲート絶縁膜およびゲート電極５０４）の長軸方向が異なっている
。同様に、図中縦方向において、隣接する第２の分割素子３０４は、ゲートの長軸方向が
異なっている。また、複数の第１の分割素子３０２のゲート電極５０４、ソース、ドレイ
ンは、それぞれ共通の配線に接続される。同様に、複数の第２の分割素子３０４のゲート
電極５０４、ソース、ドレイン、それぞれ共通の配線に接続される。
　図１２に示した例では、図中縦方向および横方向の両方において、複数の第１の分割素
子３０２が形成された列および複数の第２の分割素子３０４が形成された列が交互に配置
されている。また、図中縦方向において、隣接する分割素子は、ゲートの長軸方向が異な
っている。
　また、ここでは図示していないが、複数の分割トランジスタは、第１の実施の形態のＭ
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ＩＭキャパシタ２００について図７および図８を参照して説明したのと同様、第１の方向
において隣接する分割素子が、第１の方向と直交する第２の方向に、当該第２の方向にお
ける分割素子の長さ（拡散層の長さ）よりも小さい量だけずらして配置された構成とする
こともできる。
【００５３】
　以上、図面を参照して本発明の実施形態について述べたが、これらは本発明の例示であ
り、上記以外の様々な構成を採用することもできる。
【００５４】
　図２および図３に示した例では、第１の接続点１０２ａと第２の接続点１０４ａとが同
じ側に設けられているが、図１７に示すように、第１の接続点１０２ａと第２の接続点１
０４ａとは、反対の側（平面視で一端と他端）に設けることもできる。図１９は、図１７
に示した構成のＭＩＭキャパシタ２００を図４に示したレイアウトと同様に配置した構成
を部分的に示す平面図である。
＜付記＞
＜発明１＞
　基板と、
　前記基板上に形成され、それぞれ、長軸方向と短軸方向とを有する所定パターンの膜を
含み、前記基板の面内方向の同一層に分散配置された複数の分割素子と、
を含み、
　複数の前記分割素子は、第１の方向において隣接する前記分割素子の前記膜の長軸方向
が異なるか、または、前記第１の方向において隣接する前記分割素子が、前記第１の方向
と直交する第２の方向に、当該第２の方向における前記分割素子の長さよりも小さい量だ
けずらして配置された半導体装置。
＜発明２＞
　発明１に記載の半導体装置において、
　各前記分割素子は、前記基板上に形成された絶縁膜と、前記絶縁膜中の同層に形成され
、間に前記絶縁膜を挟んで形成された第１の電極および第２の電極と、から構成された分
割ＭＩＭキャパシタであって、
　前記所定パターンの膜は、前記第１の電極および前記第２の電極であって、
　各前記分割ＭＩＭキャパシタは、それぞれ、複数の前記第１の電極と複数の前記第２の
電極とが交互に配置された構成を有し、
　各前記分割ＭＩＭキャパシタにおいて、前記第１の電極および前記第２の電極は、前記
長軸方向が同一方向に延在して形成され、
　複数の前記分割ＭＩＭキャパシタは、前記第１の方向において隣接する前記分割ＭＩＭ
キャパシタの前記第１の電極および前記第２の電極の長軸方向が異なるか、または、前記
第１の方向において隣接する前記分割ＭＩＭキャパシタが、前記第１の方向と直交する第
２の方向に、当該第２の方向における前記分割ＭＩＭキャパシタの長さよりも小さい量だ
けずらして配置された半導体装置。
＜発明３＞
　発明２に記載の半導体装置において、
　前記第１の方向において、前記第１の電極および前記第２の電極の長軸方向が当該第１
の方向である前記分割ＭＩＭキャパシタと、前記第１の電極および前記第２の電極の長軸
方向が前記第２の方向である前記分割ＭＩＭキャパシタとが交互に配置された半導体装置
。
＜発明４＞
　発明２または３に記載の半導体装置において、
　前記複数の分割ＭＩＭキャパシタは、平面視において、マトリクス状に配置された半導
体装置。
＜発明５＞
　発明２から４いずれかに記載の半導体装置において、
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　前記複数の分割ＭＩＭキャパシタは、平面視において、同じ大きさかつ同形状に形成さ
れた半導体装置。
＜発明６＞
　発明２から５いずれかに記載の半導体装置において、
　前記複数の分割ＭＩＭキャパシタは、一の入力線から入力された信号が各前記複数の分
割ＭＩＭキャパシタを介して一の出力線に出力されるように構成され、当該複数の分割Ｍ
ＩＭキャパシタで一のＭＩＭキャパシタを構成する半導体装置。
＜発明７＞
　発明２から６いずれかに記載の半導体装置において、
　前記複数の分割ＭＩＭキャパシタの一部は、一の第１の入力線から入力された信号が当
該一部の分割ＭＩＭキャパシタを介して一の第１の出力線に出力されるように構成された
第１のＭＩＭキャパシタを構成し、
　前記複数の分割ＭＩＭキャパシタの他の一部は、一の第２の入力線から入力された信号
が当該他の一部の前記分割ＭＩＭキャパシタを介して一の第２の出力線に出力されるよう
に構成された第２のＭＩＭキャパシタを構成し、
　前記第１のＭＩＭキャパシタを構成する前記複数の分割ＭＩＭキャパシタの一部と、前
記第２のＭＩＭキャパシタを構成する前記複数の分割ＭＩＭキャパシタの他の一部とは、
互いに混在して配置され、前記第１の方向または前記第２の方向の少なくとも一方の方向
において交互に配置された半導体装置。
＜発明８＞
　発明７に記載の半導体装置において、
　前記第１のＭＩＭキャパシタおよび前記第２のＭＩＭキャパシタは、回路中で、同じ特
性値を示すことが必要であり、前記第１のＭＩＭキャパシタおよび前記第２のＭＩＭキャ
パシタは、それぞれ、同じ数の前記分割ＭＩＭキャパシタを含む半導体装置。
＜発明９＞
　発明７または８に記載の半導体装置において、
　前記第１のＭＩＭキャパシタを構成する前記分割ＭＩＭキャパシタと、前記第２のＭＩ
Ｍキャパシタを構成する前記分割ＭＩＭキャパシタとは、互いに混在して配置され、前記
第１の方向および前記第２の方向の両方において交互に配置された半導体装置。
＜発明１０＞
　発明１に記載の半導体装置において、
　各前記分割素子は、前記基板上に形成された抵抗膜を含む分割抵抗端子であって、
　前記所定パターンの膜は、前記抵抗膜であって、
　複数の前記分割抵抗端子は、第１の方向において隣接する前記分割抵抗端子に含まれる
前記抵抗膜の長軸方向が異なるか、または、前記第１の方向において隣接する前記分割抵
抗端子が、前記第１の方向と直交する第２の方向に、当該第２の方向における前記分割抵
抗端子の長さよりも小さい量だけずらして配置された半導体装置。
＜発明１１＞
　発明１に記載の半導体装置において、
　各前記分割素子は、前記基板上に形成され、素子分離絶縁膜で分離された拡散層と、前
記拡散層上に形成されたゲート絶縁膜およびゲート電極と、から構成された分割トランジ
スタであって、
　前記所定パターンの膜は、前記ゲート絶縁膜であって、
　複数の前記分割トランジスタは、第１の方向において隣接する前記分割トランジスタの
前記ゲート絶縁膜および前記ゲート電極の長軸方向が異なるか、または、前記第１の方向
において隣接する前記トランジスタが、前記第１の方向と直交する第２の方向に、当該第
２の方向における前記拡散層の長さよりも小さい量だけずらして配置された半導体装置。
【符号の説明】
【００５５】
１０ 半導体装置
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１２ 第１の素子
１４ 第２の素子
４０ 層間絶縁膜
４２ 第１の電極
４４ 第２の電極
１００ 半導体装置
１０２ 第１の電極
１０２ａ 第１の接続点
１０４ 第２の電極
１０４ａ 第２の接続点
１０５ ビア
２００ ＭＩＭキャパシタ
２００ａ 第１の分割キャパシタ
２００ｂ 第２の分割キャパシタ
２１０ 第１の電位供給配線
２２０ 第２の電位供給配線
３０２ 第１の分割素子
３０４ 第２の分割素子
３１０ 第１の入力線
３１２ 第１の出力線
３２０ 第２の入力線
３２２ 第２の出力線
４００ 抵抗
４０２ 第１の分割抵抗端子
４０４ 第２の分割抵抗端子
５００ トランジスタ
５０４ ゲート電極
５０６ 拡散層
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